
2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г 
2Т830В-1, 2Т830Г-1

2Т830(В-1 Г-1>Транзисторы кремние­
вые мезаэлитаксиально- 
планарные структуры р-л-р.
Предназначены для приме­
нения в усилителях мощно­
сти, источниках вторичного 
электропитания, преобра­
зователях. Корпус 2Т830А,
2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г 
металлический со стеклян­
ными изоляторами и гибки­
ми выводами, транзисторы 
2Т830В-1, 2Т830Г—1 бес- 
корпусные с защитным по­
крытием и гибкими выво­
дами.

Масса транзистора в 
металлическом корпусе не 
более 2 г, бескорпусно- 
го —  не более 0,03 г.

Изготовитель —  акционерное общество «Кремний», 
г. Брянск.

2Т830(А-Г)
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Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 4/КБ = 1 В, ^ = 1 А:

Г = +25 °С:
2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В..................  25...30*...55*
2Т830Г.......................................... 20...23*...50*
2Т830В— 1, 2Т830Г— 1 ......................  25...200
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2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, не менее.... 25
2Т830Г, не менее......................................  20
2Т830В-1, 2Т830Г— 1 ..............................  25...220

Г = -6 0  °С:
2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, не менее.... 20
2Т830Г, не менее......................................  18
2Т830В-1, 2Т 830Г-1 ..............................  15...200

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при С/кв = 5 В, /э = 50 мА...... 4...9*...15* МГц
Граничное напряжение при 4 = 0,1 А,
?и < 300 мкс, О > 100, не менее:

2Т830А............................................................... 25 В
2Т830Б............................................................... 45 В
2Т830В, 2Т830В-1........................................... 60 В
2Т830Г, 2Т830Г-1............................................ 80 В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при /к = 1 А, 4 = 0,1 А ......................................... 0,25*...0,35*...

0,6 В
Напряжение насыщения база— эмиттер
при 4 = 1 А, 4 = 0,1 А ........................................  0,9*...0,92*...

1,3 В
Пробивное напряжение коллектор— база, 
не менее:

при Г = — 60...+25 еС, /КБ0 = 0,1 мА:
2Т830А........................................................  35 В
2Т830Б........................................................  60 В
2Т830В, 2Т 830В -1 ................................... 80 В
2Т830Г, 2Т830Г— 1 ....................................  100 В

при Т = ТК̂НАКС, 4бо "  3 мА:
2Т830А........................................................  35 В
2Т830Б........................................................  60 В
2Т830В, 2Т 830В -1 ...................................  80 В
2Т830Г, 2Т830Г— 1 ....................................  100 В

Пробивное напряжение база— эмиттер
при /э = 1  мА, не менее.......................................  5 В
Обратный ток коллектора при 64б = 80 В ........  0,1*... 10*...

100 мкА
Обратный ток эмиттера при С/эв = 5 В .............. 20*...500*...

1000* мкА
Время включения при ^4э = 30 В, 4 = 1 А,
4 = 0,1 А ..................................................................  0,3*...0,5*...

0,8 мкс
Время выключения при 64э = 30 В, 4 = 1 А,
4 = 0,1 А ..................................................................  1*...1,5*..2 мкс
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Время рассасывания при С/кэ = 30 В, /к = 1 А,
/Б = 0,1 А, не более.............................................. 1 мкс
Емкость коллекторного перехода
при 4/кб = 5 В, Г= 1 МГц..................................... 63*...67*...

150 пФ
Емкость эмиттерного перехода при (А* = 0,5 В,

1 МГц................................................................ 88*...230* ..
350 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база:

2Т830А............................................................. 35 В
2Т830Б............................................................  60 В
2Т830В, 2Т830В— 1.........................................  80 В
2Т830Г, 2Т830Г-1..........................................  100 В

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /^э < 1 кОм:

2Т830А............................................................. 30 В
2Т830Б............................................................  50 В
2Т830В, 2Т830В— 1.........................................  70 В
2Т830Г, 2Т830Г— 1..........................................  90 В

Постоянное напряжение эмиттер— база...........  5 В
Постоянный ток коллектора.............................  2 А
Импульсный ток коллектора.............................  4 А
Постоянный ток базы.........................................  1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Тк = — 60...+25 "С: 

с теплоотводом1:
2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г......... 5 Вт
2Т830В—  1, 2Т830Г— 1 (бесконечный
теплоотвод).............................................  25 Вт

без теплоотвода............................................  1 Вт
Температура р-п перехода.................................  +150 °С
Температура окружающей среды:

2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г...............  -60 ... Тк =
= +125 °С

2Т830В-1, 2Т830Г—  1..................................... -60 ... Тк =
= +100 вС

1 При Гк = +25...+ 100 °С Ас, м а к с  Для 2Т830В— 1, 2Т830Г— 1 с теплоотводом 
рассчитывается по формуле

Ас макс ~ (Гп *“  Гк)/{5  +  #Т(п-к))» ®т*

Пайка выводов транзисторов 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В,
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2Т830Г допускается не ближе 3 мм от корпуса, температура 
пайки не более +260 °С в течение не более 3 с.

Допустимая температура монтажа транзисторов 2Т830В—  1, 
2Т830Г—  1 в гибридных микросхемах не должна превышать 
+230 °С в течение не более 10 с.

Допустимое значение статического потенциала 500 В.
Для транзисторов 2Т830В— 1, 2Т830Г—  1 при длине вывода 

/ > 5 мм ^  макс ^  10//.
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Выходные характеристики Зона возможных положений зависи­
мости пробивного напряжения кол­
лектор— эмиттер от сопротивления 

база— эмиттер
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Области максимальных режимов Зона возможных положений зависи­
мости напряжения насыщения кол­

лектор— эмиттер от тока коллектора
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Д /  0.2 04 0.6 1 2 4 6 810 20 40[и1МС V Ь,мА
Зависимости коэффициента К  

от длительности импульса
Зона возможных положений зависи­
мости статического коэффициента 

передачи тока от тока эмиттера

Зависимость максимально допусти­
мой постоянной рассеиваемой мощ­

ности коллектора от температуры 
корпуса

РV та. ВШ

1

0.8

0.6

0.4

а

о

(*,А

Ве
з ю

епл
оо

яб
од

а

5
ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,277-35-34 
www.eandc.ru 
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Зона возможных положений зависи- Зависимость статического коэф 
мости напряжения насыщения ба- фициента передачи тока от тем-

эмиттер от тока коллектора пературы корпуса
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